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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —

Partie 7: Transistors bipolaires

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation

ntent, dans la mesure
nités nationaux intéressés

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q
du possible, un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent so
comme normes, spécifications technique
Comités nationaux.

internationales. lls sont publiés
et agréés comme tels par les

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale i nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, mes\{nternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergencg en CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indigh

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure’s pime indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quanghun m &t

6) L’attention est attirée sur le i eléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits su de> droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de he de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatigns 60747/7 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semi ) nité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

le et remplace la premiére édition parue en 1988, son
amendement on amendement 2 (1994). Cette deuxiéme édition constitue une

Cette norme doit étré lue conjointement avec la CElI 60747-1.

Le texte de cette norme est issu de la premiére édition, de I'amendement 1, de
'amendement 2 et des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/150/FDIS 47E/162/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 7: Bipolar transistors

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for andard| t|0n comprising

tO promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the elec\rie d els fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International i aration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere with may
participate in this preparatory work. International ental vrgan atlons liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditigrs agreement between the

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technig [ 2 early as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects i ) i
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of res ' 3 i
of standards, technical specifications, te i : i and

Committees in that sense.

nal ise and are published in the form

4) In order to promote international unlflcatlon undertake to apply IEC International
heir national and regional standards. Any

divergence between the IEC Standard and the

pdl

intNcate appyoval and cannot be rendered responsible for any

and replaces the first edition published in 1988, its

This standard s to be\read in conjunction with IEC 60747-1.

The text of this standard is based on the first edition, amendment 1, amendment 2 and the
following documents:

FDIS Report on voting
47E/150/FDIS 47E/162/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/b1cf7324-b3ee-4986-8d34-8a7c46a6d7ae/iec-60747-7-2000
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

e supprimeée;

e remplacée par une édition révisée, ou
e« amendée.
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